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1. はじめに 

ウェハ直接接合技術を用いた III-V/SOI ハイブリッ

ドデバイスにおいて、異なる 2 つのモードを持つ III-

V/SOI ハイブリッド領域と Si 導波路部の高効率結合

には、なだらかな屈折率変化が必要であるためにテ

ーパ構造を用いることが一般的であるが[1-3]、その

際のテーパ先端の鋭角度が結合効率に大きく影響す

る。今回、デバイス作製時のテーパ先端幅許容度向

上を目的として、Si と III-V 族化合物半導体層の間に

中間層を導入することによる結合効率のテーパ構造

（先端幅およびテーパ長） 依存性について検討を行

ったので、ご報告する。 

2. 結果 

Fig.1 に今回計算を行ったモード変換器の構造概念
図を示す。今回は最も結合効率に大きく影響を及ぼ
す、図中の(a)から(d)までとなる 1 段目テーパのみの
計算結果を示す。Si導波路の高さと幅はそれぞれ 0.2 

µm と 2 µm、III-V 族化合物半導体部の高さと幅はそ
れぞれ 0.4 µmと 2 µmとなっている。また中間層に
は SiO2を用いている。今回、中間層幅 Hgap、III-V 族
化合物半導体テーパの先端幅 WIII-Ttip、テーパ長 L に
注目して結合効率の計算を行った。 

Fig. 2 に中間層幅 Hgap を変化させた際の結合効率

の WIII-Ttip依存性を示す。図より、中間層厚を 0.2 µm

程度まで厚くすることにより、テーパ先端幅の広い

範囲（0～0.5 µm）で高い結合効率が維持されること

から、テーパ先端幅の作製許容度も向上することが

確認された。 

Fig. 3に中間層幅Hgapを変化させた際の結合効率の

L 依存性を示す。WIII-Vtipを 0.5 μm に固定した時、中

間層がない場合は結合効率が-2dB 程度で飽和してし

まうが、200 nm の中間層を導入した場合、L を 50 

µm以上にすることにより、-0.3dBを切る結合効率が

得られる。また、中間層が厚くなるにつれて結合効

率が飽和するまでに必要となる L は長くなる傾向が

あることが確認された。 
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Fig. 1. Schematic of optical-mode converter. 

Fig. 2. Tip width dependence of coupling efficiency. 

Fig. 3. Taper length dependence of coupling efficiency. 
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